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Les densités de centres occupés Nro et de centres vides Nrv sont respectivement donnés par: 
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ronrvnn NENnCr ... Le taux de recombinaison des électrons sur le centre piège (cas a – cas b) s’écrit: 

Capture d’un électron de la bande de conduction par un piège vide 

De même pour les trous qui se recombinent: rvpropp NENpCr ... 
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A l’équilibre  thermodynamique 


nn


pp et     rn = rp = 0 

(2)   

(1)    devient 0))(.))(1(.  rnnrnn EfEEfnC 0
)(
))(1(

. 



rn

rn
nn

Ef
Ef

nCEsoit 

   

 
      *exp.exp.exp.

exp1

1

exp1

11

exp. nC
kT

EENC
kT

EE
kT

EENC

kT
EE

kT
EE

kT
EENCE n

rc
n

FrFc
n

Fr

Fr

Fc
nn 
























 avec   
kT

EENn rc exp*

De même       *exp.exp.exp. pC
kT

EENC
kT

EE
kT

EENCE p
Vr

p
FrVF

pp  avec   
kT

EENp Vr exp*

 )(.))(1( * rnrnnrn EfnEfnCNr Donc (3)    et 







 *))(1()( pEfEfpCNr rnrnprp (4)   

Le centre de recombinaisons provoque la recombinaison d’une paire électron-trou de sorte que rn = rp. On en déduit la 

probabilité d’occupation du centre: 



2 

  







 ** ))(1()()(.))(1( pEfEfpCEfnEfnC rnrnprnrnn soit *** ..)....).(( pCnCpCpCnCnCEf pnppnnrn 

Donc 
)().(

..
)(

**

*

ppCnnC
pCnC

Ef
pn

pn
rn






En explicitant fn(Er) dans les éq.(3) et (4), on obtient rn = rp = r= 
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Remarque: si Cn = Cp = C, les pièges sont des centres de recombinaison et 
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Si Cn > Cp ce sont des pièges à électrons. 

Si Cp > Cn ce sont des pièges à trous. 

Si Er = EFI (piège situé au milieu de la bande interdite, alors: 
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Formule de Shockley-Read 
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